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１．概要（Summary） 

  Si ナノワイヤ形成には，広く CVD (chemical vapor 

deposition), PECVD (plasma-enhanced CVD), PLD 

(pulsed laser deposition), TE (thermal evaporation) 

など熱プロセスが用いられるが，反応性ガス  (SiH4, 

Si2H6, SiCl4) や高温加熱炉を必要とするため，大口径

基板に大量高速形成することは不可能であった．これに

対し，本利用者らは，装置構成が単純であり，種々の薄膜

形成に広く用いられるプラズマスパッタ法を用いて Siナノ

ワイヤを形成する方法を提案し，研究開始数年を経て，最

近ようやく，Siナノワイヤ形成に成功した． 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した装置  

 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 (FE-SEM) 

 

・実験方法 

 高周波マグネトロンスパッタ装置  (自作装置；13.56 

MHz, < 100 W, 3" ターゲット，2 × 2 cm２ 基板) を用

い，Au/Si(100), Au/SiO2/Si(100) 基板上に Si 原子を

供給し，Si ナノワイヤ形成条件を探索した．ナノワイヤ形

成は，基板前洗浄，ガス組成 (Ar/H2)、圧力，Au 薄膜厚

さ，基板温度，高周波電力，ターゲット-基板距離，スパッ

タ時間，など，多くのパラメータに依存し，最適条件を見出

した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1 に，Ar/H2 ガス組成  (75%-H2)、圧力  30 

mTorr，Au厚さ 10 nm，基板温度 700 C，スパッタ時

間 60 minの条件において Si(100) 基板上に形成され

たナノワイヤの SEM 像を示す．典型的なナノワイヤ直径

は 350 nm，長さ 20 m，アスペクト比 (長さ／直径) ～

60 である．スパッタ時間を変えて (10～90 min) ナノワ

イヤ形成の様子を調べたところ，ナノワイヤ長さは時間とと

もに増大するが，45 min 以上で飽和傾向にあること，一

方，直径は時間とともに増大し続けること，また，30 min

以下でナノワイヤ先端の Au ドットが消失し，その後ナノワ

イヤ側壁はラフになる傾向にあること，などがわかった．今

後さらに，均一な長さと直径を有する Si ナノワイヤを基板

に垂直に形成するための研究開発が必要である． 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 SEM images (45 angle view) of Si nanowires 

grown on Au/Si(100) substrates by rf magnetron 

sputtering. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 特になし． 
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